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Abstract: Movement of spectrums towards low frequency shows decrease of 
infrared absorption energy and forming concentration of divacation does not change. 
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Ilm va texnikaning har xil sohalarida radiacion nurlanish keng turda foydalanilib 
kelyapti. Hozirgi zamon oʻlchov texnikalarini kuzatish va boshqarishga boʻlgan talab 
bunday obʻektlarda qoʻllaniladigan radioelektron apparatlarga yuqori talablar 
qoʻyadi. Qurilmalarning radiaciya taʻsirida eng nozik tomoni bu hozirgi zamon 
radioelektronli strukturalarning yarimoʻtkazgichli asboblari hisoblanadi.  
Shuningdek yarimoʻtkazgichlar fizikasi sohasi elektronli asboblarda 
qoʻllaniladigan kremniy asosidagi materiallar ustuda koʻplagan tajribalar olib borish 
kerakligini koʻrsatadi. 
Radiacion ta’sir natijasida kristallarda dastlabki defektlar, ya’ni, nuqtaviy 
defektlar hisoblangan vakansiyalar, tuginlar oraliq atomlar shunday joylashuvi va 
kristall tuginga dastlabki defektlarning issiqlik migrasiyasi natijasida har xil 
majmualar paydo boʻladi [1]. Komplekslarning paydo boʻlishi xarakteriga 
kristallning strukturaviy yetishmasligi katta ta’sir koʻrsatadi.  
Vakansiya kremniyda juda past temperaturalarda izolyasiyalangan defekt turida 
boʻladi. Bunday holatda yarimoʻtkazgichning dastlabki qotishma holiga bogʻlik turda 
har xil zaryadlangan holatlarda boʻlishi mumkin va vakansiya migraciyasining 
aktivaciya energiyasi holiga qarab har xil boʻladi. Manfiy zaryadlangan 
vakansiyaning migrasiya energiyasi ~ 0,13 eV, neytral vakansiyaning migrasiya 
energiyasi boʻlsa ~ 0,33 eV ga teng. Bundan kremniydagi manfiy zaryadlangan 
vakansiya kristall boʻyicha strukturaviy defektlar bilan toʻqnashib ular bilan 
komplekslarni hosil qiladi. Vakansiyalar birinchi navbatta kiritilgan atomlar bilan 
toʻqnashadi. Bunday holatda energetik spektrda izolyasiyalangan vakansiyalarga mos 
kelishi sathlar yoʻqoladi va yangidan paydo boʻlgan vakansiya-kirishma atomi 
komplekslarga mos kelishi sathlar paydo boladi.  
Manfiy zaryadlangan vakansiyaga mos kelishi energetik holati kristallning 
60÷70 K temperaturalarda yoʻqoladi. 
Etarli darajada toza, ya’niy legirlangan kirishmalar kam boʻlgan materialda yoki 
vakansiyadan iborat divakansiya komplekslari paydo boʻladi: 
V + V = V2. 
Divakansiyalar asosan kremniy va kremniy-germaniyda oʻrta darajada 
nurlantirilganda paydo boʻladigan defektlarning biri hisoblanadi. 
Bunday defektlar kremniyning taqiqlangan zonasida uch sathni beradi: 
yuqori yoki karra manfiy zaryadlangan (Ec – 0,23) eV; 
oʻrtacha, bir marta manfiy zaryadlangan (Ec – 0,39) eV; 
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pastgi, musbat zaryadlangan (Ev+ 0,21) eV. 
n – tiptagi materialga divakansiyani kiritish va oʻtkizgishlik zonasidan ikki 
elektronni chiqaradi. Agar divakansiya n – tiptagi materialga kiritilsa, unda erkin 
zaryad tashuvchilarning kamayishi kuzatilmaydi. Agar kuchli legirlangan p – tiptagi 
materiyalga ega boʻlsak, unda divikansiya valentli zonasidan kavakni chiqarib 
tashlaydi, ya’niy divikansiya amfoterlik xususiyatlarga ega boʻladi. Divikansiyalarni 
kuydirish ~ 570 К temperaturalarda olib boriladi. Divikansiya buzilishining 
aktivaciya energiyasi  ≈ 1,3 eV ga teng. 
 
 
Elektronlar bilan nurlantirilgan Si (      )  va  Si1-xGex (
       ) infraqizil nurlarining 
yutilish spektri 
Kremniy monokristallaridagi infraqizil yutilish spektri orqali olingan 
ma’lumotlardan divakansiyalar 2500 sm−1, 2760 sm−1  va  5560 sm−1 atrofida 
kuzatiladi [2]. Rasmda koʻrsatilgan kremniy va kremniy-germaniyda 5560 sm−1 
atrofidagi infraqizil yutilish spektri keltirilgan. 
Bu monokristallar 90 K dan past temperaturada va 6·1017sm-2  dozadagi 
elektronlar bilan nurlantirilan [3]. Kremniydagi yutilish spektri uzik chiziqda, ammo 
kremniy-germaniyda boʻlsa tutash chiziqda koʻrsatilgan. Bu erda kremniydagi 
germaniyning atom qismi 3,5% ni tashkil qiladi. Rasmda koʻrinib turganidek, 
kremniy-germaniydagi yutilish spektr chizigʻi kremniydagiga nisbatan ham oʻngga 
siljigan.  
Natijada spektrning past chastotasi tomonga siljishi kremniyga germaniy 
atomlarini kiritishda oʻngdagi infraqizil yutilishning energiyasi kamayganligini 
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ifodalaydi. Spektr choʻqqisining balandligi va uning ostidagi maydonning deyarli 
oʻzgarmaganligidan kremniy atomlari orasiga germaniy atomlarini kiritkanimizda 
infraqizil yutilish intensivligi va monokristallda paydo boʻlgan divakansiyalar 
konsentraciyasi oʻzgarmagan degan xulosa chiqarishimiz mumkin. 
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